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１．概要（Summary ）： 

SiC-FET 用の平型パッケージを開発中である。この

パッケージでは良好な熱伝導を得るために、素子ダイ

の両面を銀ナノペーストで接着する構造にしたいと

考えているが、ダイ表面がアルミコーティングされて

いるため、そのままでは銀ナノペーストが使えないと

いう問題がある。 
そこで、その対策としてダイ表面をジンケート処理

することにより密着性を向上することを検討した。 
Si 基板を用いた事前検討では基板の抵抗率の大小に

よりジンケート処理の反応速度に差が生じる事、基板

裏面を被覆することが対策として有効であることが

分かった。そこで SiC-FET ダイの処理においても裏

面被覆の有無をパラメータとしてジンケートの一様

性の比較を行った。その結果、SiC においても裏面被

覆の有効性が確認できた。 
２．実験（Experimental）： 

Fig.１に示すような SiC ダイのサンプルを用い、

Table 1 に示すジンケート溶液を用いてジンケート処

理を行った。測定は電気化学測定装置 HZ-7000、浸漬

時間は 100 秒とした。サンプルは 2 個とし、1 個は裏

面をテープにより被覆した。 

 

Fig.1 Photograph of sample die2.4mmx2.4mm). 
Table 1 Zincate solution. 

試薬 濃度　/　ｇ・ｄｍ-3

NaOH 230
ZnO 50  

３．結果と考察（Results and Discussion）： 
ジンケート処理後のダイ表面の拡大図を裏面カバ

ー有り（左）と無し（右）とを比較して Fig.２に示す。 
 
 

 

 
With reverse side coated.     Without reverse side coated. 
 Fig.2 Surface structure after zincate treatment. 

 
 

裏面を被覆した場合の方が Zn による表面置換がよく

行われており、裏面を被覆する手法の有効性が明らか

となった。 
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